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Widerstande

Ma/kV-Dickfilmnetzwerke

Integrierte Dickfilmnetzwerke fiir ex-
trem hohe Spannungen (mehrere 1000
Volt) bei hohen Widerstandswerten
(bis 50 MQ und mehr) fertigt die-
ser Hersteller durch Anwendung eines
neuen, firmeneigenen Verfahrens mit
Standardtoleranzen von 1, 2, 5 und
10%.

Anwendungsgebiete sind Elektronen-
und Ionenréhren mit vielen Elektro-
den, die ihre Spannungen iiber Span-
nungsteiler von einer Hochspannungs-
quelle erhalten, wie die Fotomulti-
plier-Rohren (SEV), Strahlungsdetek-
toren und -verstdarker, Bildaufnahme-
rohren, -verstirker und -wandler,
SzintillationsmeBrohren, Kaskaden-
rohren, elektrostatische Elektroden-
ketten, Teilchenbeschleuniger, Elek-
tronenoptiken u.a.

Geliefert wurden derartige Wider-
standsnetzwerke beispielsweise fiir die
Spannungsversorgung der Dynoden
u. a. Elektroden des Fotomultipliers
von Lichtsensoren fiir die Raumfahrt.
Fliir diesen Anwendungsfall wurden
auf ein Substrat von 1x1" (254x254
mm) 15 Widerstdande von 3 MQ, 2 Wi-
derstdnde von 0,82 MQ und 1 Wider-
stand von 10 MQ fiir eine Gesamt-
speisespannung von 2000 Volt (Pruf-
spannung 4000 Volt) untergebracht,
dazu ein Trimmpotentiometer wvon
5 MQ und ein Blockkondensator von
10 nF/3kV. Alle Widerstande liegen
innerhalb %29/ Die Substrate werden
mit ihren AnschluBdrdhten direkt am
Hals der Sensorréhre mit den An-
schluBstiften verlotet.

Die Filmwiderstdnde sind durch eine
aufgeschmolzene Glasurumhiillung
hermetisch geschiitzt gegen Umge-
bungseinfliisse und Spannungsiiber-
schldge. Der Einsatzbereich betragt
—70 bis +150°C,

Neben der Volumen- und Gewichts-
verminderung sowie der Zuverldssig-
keitssteigerung haben diese Dickfilm-

Widerstandsnetzwerke im Vergleich
zu solchen aus diskreten Widerstanden
eine weitaus bessere Temperaturkopp-
lung zwischen den einzelnen Wider-
standselementen und dadurch besse-
ren Temperaturgleichlauf.

Die Realisierung der Hochohm-Hoch-
spannungs-Netzwerke wurde maoglich
durch eine neuartige, vom Hersteller
entwickelte Technologie, die die bis-
herigen Schwierigkeiten bei der Her-
stellung hochohmiger Hochspannungs-
widersidnde mit hoher Stabilitat weit-
gehend beseitigt. Neben der Vermin-
derung der Anfangstoleranzen (vor
Abgleich und Alterung) konnte die
Spannungsfestigkeit um das funf- bis
siebenfache auf 120 bis 150 V/mm ge-
steigert werden; bei gleichzeitiger ent-
scheidender Verbesserung der Spanp-
nungs- und Temperaturstabilitat. 13
Durch beidseitige Nutzung der Sub-
strate fiir die Widerstandsfilme sind

die Spannungsfestigkeit weiterhin er-
hoéht und Volumen und Gewicht zu-
sdtzlich gesenkt worden. Der TK
liegt z.Z. noch im {iblichen Bereich von
—150 bis —450 x 107%/grd. Ziel laufen-
der Arbeiten ist es, augl diesen Para-
meter zu verbessern. )

Die Entwidklungskosten fiir Netz-
werke dieser Art betragen DM 1500,—
bis DM 5000,—, die Stiickpreise liegen
bei 5% bis 10°0 dieser Summe, fal-
lend mit zunehmender Stlickzahl. Die
Entwicklungsdauer (= Lieferfrist der
Prototypen) betrédgt z. Z. 6 bis 10 Wo-
chen. Prototypen-Entwicklungsauftra-
ge verpflichten den Auftraggeber nicht
zu anschlieBenden Serienauftragen.
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Herstellerunterlagen
anfordern iiber Nr.

486

1) Stand 1.7.1971:
200...250 V/mm
30...100 ppm/V
(In Sonderfillen
bis 5 ppm/V)

2) -30...-100 ppm/°C
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